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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体発光素子が内在する発光要素と制御要素とを有する発光装置であって、
　波長をλ（ｎｍ）とし、
　当該発光要素から主たる放射方向に出射される光の分光分布をΦｅｌｍ（λ）、当該発
光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布をφＳＳＬ（λ）とし、
　Φｅｌｍ（λ）は下記条件１と条件３´の少なくともいずれか一方を満たさず、φＳＳ

Ｌ（λ）は下記条件１と条件３´をともに満たすことを特徴とする発光装置。
条件１：
　対象となる光の分光分布におけるＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌跡
からの距離Ｄｕｖが、－０．０３５０　≦　Ｄｕｖ　＜　０となる光を含む。
条件３´：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の＃０１から＃１５の下記
１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*

値をそれぞれａ*
ｎ、ｂ*

ｎ（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*
ｎｒｅｆ、ｂ*

ｎｒｅｆ（ただしｎは１
から１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣｎが
　－３．８　≦　ΔＣｎ ≦　１８．６　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
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を満たす。
　ただし、ΔＣｎ＝√｛（ａ*

ｎ）2＋（ｂ*
ｎ）2｝－√｛（ａ*

ｎｒｅｆ）2＋（ｂ*
ｎｒ

ｅｆ）2｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´´と条件４の少な
くともいずれか一方を満たさず、φＳＳＬ（λ）は下記条件３´´と条件４をともに満た
すことを特徴とする発光装置。
条件３´´：
　飽和度差の最大値をΔＣｍａｘ、飽和度差の最小値をΔＣｍｉｎとした場合に、飽和度
差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜が
　２．８　≦　｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜　≦　１９．６
を満たす。
条件４：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の上記１５種類の修正マン
セル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎ（度）（ただしｎ
は１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎｒｅｆ（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし
た場合に、色相角差の絶対値｜Δｈｎ｜が
　０　≦　｜Δｈｎ｜　≦　９．０（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
　ただし、Δｈｎ＝θｎ－θｎｒｅｆとする。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´´´を満
たさず、φＳＳＬ（λ）は下記条件３´´´を満たすことを特徴とする発光装置。
条件３´´´：
　下記式（３）で表される飽和度差の平均ＳＡＴａｖが下記式（４）を満たす。
【数１】
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【数２】

【請求項４】
　半導体発光素子が内在する発光要素と制御要素とを有する発光装置であって、
　波長をλ（ｎｍ）とし、
　当該発光要素から主たる放射方向に出射される光の分光分布をΦｅｌｍ（λ）、当該発
光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布をφＳＳＬ（λ）とし、
　Φｅｌｍ（λ）は下記条件１と条件２の少なくともいずれか一方を満たさず、φＳＳＬ

（λ）は下記条件１と条件２をともに満たすことを特徴とする発光装置。
条件１：
　対象となる光の分光分布におけるＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌跡
からの距離Ｄｕｖが、－０．０３５０　≦　Ｄｕｖ　＜　０となる光を含む。
条件２：
　対象となる光の分光分布をφ（λ）、対象となる光の分光分布の相関色温度Ｔ（Ｋ）に
応じて選択される基準の光の分光分布をφｒｅｆ（λ）、対象となる光の分光分布の三刺
激値を（Ｘ、Ｙ、Ｚ）、前記Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘｒｅ

ｆ、Ｙｒｅｆ、Ｚｒｅｆ）とし、
　対象となる光の規格化分光分布Ｓ（λ）と、基準の光の規格化分光分布Ｓｒｅｆ（λ）
と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　Ｓ（λ）＝φ（λ）／Ｙ
　Ｓｒｅｆ（λ）＝φｒｅｆ（λ）／Ｙｒｅｆ

　ΔＳ（λ）＝Ｓｒｅｆ（λ）－Ｓ（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、Ｓ（λ）の最長波長極大値を与える波長
をλR（ｎｍ）とした際に、
　λRよりも長波長側にＳ（λR）／２となる波長Λ４が存在する場合においては下記数式
（１）で表される指標Ａｃｇが－３６０　≦　Ａｃｇ ≦　－１０を満たし、一方、
　λRよりも長波長側にＳ（λR）／２となる波長Λ４が存在しない場合においては下記数
式（２）で表される指標Ａｃｇが、－３６０　≦　Ａｃｇ ≦　－１０を満たす。

【数３】

【数４】

【請求項５】
　請求項４に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´を満たさず、φＳ

ＳＬ（λ）は下記条件３´を満たすことを特徴とする発光装置。
条件３´：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の＃０１から＃１５の下記
１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*

値をそれぞれａ*
ｎ、ｂ*

ｎ（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
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　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*
ｎｒｅｆ、ｂ*

ｎｒｅｆ（ただしｎは１
から１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣｎが
　－３．８　≦　ΔＣｎ ≦　１８．６　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
　ただし、ΔＣｎ＝√｛（ａ*

ｎ）2＋（ｂ*
ｎ）2｝－√｛（ａ*

ｎｒｅｆ）2＋（ｂ*
ｎｒ

ｅｆ）2｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
【請求項６】
　請求項４または５に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´´と条件
４の少なくともいずれか一方を満たさず、φＳＳＬ（λ）は下記条件３´´と条件４をと
もに満たすことを特徴とする発光装置。
条件３´´：
　飽和度差の最大値をΔＣｍａｘ、飽和度差の最小値をΔＣｍｉｎとした場合に、飽和度
差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜が
　２．８　≦　｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜　≦　１９．６
を満たす。
条件４：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の上記１５種類の修正マン
セル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎ（度）（ただしｎ
は１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎｒｅｆ（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし
た場合に、色相角差の絶対値｜Δｈｎ｜が
　０　≦　｜Δｈｎ｜　≦　９．０（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
　ただし、Δｈｎ＝θｎ－θｎｒｅｆとする。
【請求項７】
　請求項４～６のいずれか１項に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３
´´´を満たさず、φＳＳＬ（λ）は下記条件３´´´を満たすことを特徴とする発光装
置。
条件３´´´：
　下記式（３）で表される飽和度差の平均ＳＡＴａｖが下記式（４）を満たす。
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【数５】

【数６】

【請求項８】
　半導体発光素子が内在する発光要素と制御要素とを有する発光装置であって、
　波長をλ（ｎｍ）とし、
　当該発光要素から主たる放射方向に出射される光の分光分布をΦｅｌｍ（λ）、当該発
光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布をφＳＳＬ（λ）とし、
　Φｅｌｍ（λ）は下記条件１と条件３´をともに満たし、φＳＳＬ（λ）も下記条件１
と条件３´をともに満たすことを特徴とする発光装置。
条件１：
　対象となる光の分光分布におけるＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌跡
からの距離Ｄｕｖが、－０．０３５０　≦　Ｄｕｖ　＜　０となる光を含む。
条件３´：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の＃０１から＃１５の下記
１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*

値をそれぞれａ*
ｎ、ｂ*

ｎ（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*
ｎｒｅｆ、ｂ*

ｎｒｅｆ（ただしｎは１
から１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣｎが
　－３．８　≦　ΔＣｎ ≦　１８．６　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
　ただし、ΔＣｎ＝√｛（ａ*

ｎ）2＋（ｂ*
ｎ）2｝－√｛（ａ*

ｎｒｅｆ）2＋（ｂ*
ｎｒ

ｅｆ）2｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
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【請求項９】
　請求項８に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´´と条件４をとも
に満たし、φＳＳＬ（λ）も下記条件３´´と条件４をともに満たすことを特徴とする発
光装置。
条件３´´：
　飽和度差の最大値をΔＣｍａｘ、飽和度差の最小値をΔＣｍｉｎとした場合に、飽和度
差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜が
　２．８　≦　｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜　≦　１９．６
を満たす。
条件４：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の上記１５種類の修正マン
セル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎ（度）（ただしｎ
は１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎｒｅｆ（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし
た場合に、色相角差の絶対値｜Δｈｎ｜が
　０　≦　｜Δｈｎ｜　≦　９．０（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
　ただし、Δｈｎ＝θｎ－θｎｒｅｆとする。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´´´を満
たし、φＳＳＬ（λ）も下記条件３´´´を満たすことを特徴とする発光装置。
条件３´´´：
　下記式（３）で表される飽和度差の平均ＳＡＴａｖが下記式（４）を満たす。
【数７】

【数８】

【請求項１１】
　半導体発光素子が内在する発光要素と制御要素とを有する発光装置であって、
　波長をλ（ｎｍ）とし、
　当該発光要素から主たる放射方向に出射される光の分光分布をΦｅｌｍ（λ）、当該発
光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布をφＳＳＬ（λ）とし、
　Φｅｌｍ（λ）は下記条件１と条件２をともに満たし、φＳＳＬ（λ）も下記条件１と
条件２をともに満たすことを特徴とする発光装置。
条件１：
　対象となる光の分光分布におけるＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７で定義される黒体放射軌跡
からの距離Ｄｕｖが、－０．０３５０　≦　Ｄｕｖ　＜　０となる光を含む。
条件２：
　対象となる光の分光分布をφ（λ）、対象となる光の分光分布の相関色温度Ｔ（Ｋ）に
応じて選択される基準の光の分光分布をφｒｅｆ（λ）、対象となる光の分光分布の三刺
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激値を（Ｘ、Ｙ、Ｚ）、前記Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光の三刺激値を（Ｘｒｅ

ｆ、Ｙｒｅｆ、Ｚｒｅｆ）とし、
　対象となる光の規格化分光分布Ｓ（λ）と、基準の光の規格化分光分布Ｓｒｅｆ（λ）
と、これら規格化分光分布の差ΔＳ（λ）をそれぞれ、
　Ｓ（λ）＝φ（λ）／Ｙ
　Ｓｒｅｆ（λ）＝φｒｅｆ（λ）／Ｙｒｅｆ

　ΔＳ（λ）＝Ｓｒｅｆ（λ）－Ｓ（λ）
と定義し、
　波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以内の範囲で、Ｓ（λ）の最長波長極大値を与える波長
をλR（ｎｍ）とした際に、
　λRよりも長波長側にＳ（λR）／２となる波長Λ４が存在する場合においては下記数式
（１）で表される指標Ａｃｇが－３６０　≦　Ａｃｇ ≦　－１０を満たし、一方、
　λRよりも長波長側にＳ（λR）／２となる波長Λ４が存在しない場合においては下記数
式（２）で表される指標Ａｃｇが、－３６０　≦　Ａｃｇ ≦　－１０を満たす。

【数９】

【数１０】

【請求項１２】
　請求項１１に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´を満たし、φＳ

ＳＬ（λ）も下記条件３´を満たすことを特徴とする発光装置。
条件３´：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の＃０１から＃１５の下記
１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*

値をそれぞれａ*
ｎ、ｂ*

ｎ（ただしｎは１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間におけるａ*値、ｂ*値をそれぞれａ*
ｎｒｅｆ、ｂ*

ｎｒｅｆ（ただしｎは１
から１５の自然数）とした場合に、飽和度差ΔＣｎが
　－３．８　≦　ΔＣｎ ≦　１８．６　　　　　　（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
　ただし、ΔＣｎ＝√｛（ａ*

ｎ）2＋（ｂ*
ｎ）2｝－√｛（ａ*

ｎｒｅｆ）2＋（ｂ*
ｎｒ

ｅｆ）2｝とする。
　１５種類の修正マンセル色票
　＃０１　　　　７．５　Ｐ　　４　　／１０
　＃０２　　　１０　　　ＰＢ　４　　／１０
　＃０３　　　　５　　　ＰＢ　４　　／１２
　＃０４　　　　７．５　　Ｂ　５　　／１０
　＃０５　　　１０　　　ＢＧ　６　　／　８
　＃０６　　　　２．５　ＢＧ　６　　／１０
　＃０７　　　　２．５　　Ｇ　６　　／１２
　＃０８　　　　７．５　ＧＹ　７　　／１０
　＃０９　　　　２．５　ＧＹ　８　　／１０
　＃１０　　　　５　　　　Ｙ　８．５／１２
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　＃１１　　　１０　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１２　　　　５　　　ＹＲ　７　　／１２
　＃１３　　　１０　　　　Ｒ　６　　／１２
　＃１４　　　　５　　　　Ｒ　４　　／１４
　＃１５　　　　７．５　ＲＰ　４　　／１２
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条件３´´と
条件４をともに満たし、φＳＳＬ（λ）も下記条件３´´と条件４をともに満たすことを
特徴とする発光装置。
条件３´´：
　飽和度差の最大値をΔＣｍａｘ、飽和度差の最小値をΔＣｍｉｎとした場合に、飽和度
差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜が
　２．８　≦　｜ΔＣｍａｘ－ΔＣｍｉｎ｜　≦　１９．６
を満たす。
条件４：
　対象となる光の分光分布による照明を数学的に仮定した場合の上記１５種類の修正マン
セル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎ（度）（ただしｎ
は１から１５の自然数）とし、
　当該放射方向に出射される光の相関色温度Ｔ（Ｋ）に応じて選択される基準の光での照
明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のＣＩＥ　１９７６　Ｌ*

ａ*ｂ*色空間における色相角をθｎｒｅｆ（度）（ただしｎは１から１５の自然数）とし
た場合に、色相角差の絶対値｜Δｈｎ｜が
　０　≦　｜Δｈｎ｜　≦　９．０（度）（ｎは１から１５の自然数）
を満たす。
　ただし、Δｈｎ＝θｎ－θｎｒｅｆとする。
【請求項１４】
　請求項１１～１３のいずれか１項に記載の発光装置であって、Φｅｌｍ（λ）は下記条
件３´´´を満たし、φＳＳＬ（λ）も下記条件３´´´を満たすことを特徴とする発光
装置。
条件３´´´：
　下記式（３）で表される飽和度差の平均ＳＡＴａｖが下記式（４）を満たす。
【数１１】

【数１２】

【請求項１５】
　請求項１、４、８または１１に記載の発光装置であって、
　当該発光要素から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出されるＤｕｖをＤ

ｕｖ（Φｅｌｍ）、当該発光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出
されるＤｕｖをＤｕｖ（φＳＳＬ）と定義した場合に、
　Ｄｕｖ（φＳＳＬ）＜Ｄｕｖ（Φｅｌｍ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
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【請求項１６】
　請求項４または１１に記載の発光装置であって、
　当該発光要素から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出されるＡｃｇをＡ

ｃｇ（Φｅｌｍ）、当該発光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出
されるＡｃｇをＡｃｇ（φＳＳＬ）と定義した場合に、
　Ａｃｇ（φＳＳＬ）＜Ａｃｇ（Φｅｌｍ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項１７】
　請求項３、７、１０または１４に記載の発光装置であって、
　当該発光要素から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出される前記飽和度
差の平均をＳＡＴａｖ（Φｅｌｍ）、
　当該発光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出される前記飽和度
差の平均をＳＡＴａｖ（φＳＳＬ）と定義した場合に、
　ＳＡＴａｖ（Φｅｌｍ）＜ＳＡＴａｖ（φＳＳＬ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の発光装置であって、当該制御要素は３８０ｎｍ
≦λ（ｎｍ）≦７８０ｎｍの光を吸収または反射する光学フィルターであることを特徴と
する発光装置。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の発光装置であって、当該制御要素が発光要素か
ら出射される光の集光および／または拡散機能を兼ね備えていることを特徴とする発光装
置。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の発光装置であって、当該制御要素の集光および／または拡散機能が
凹レンズ、凸レンズ、フレネルレンズの少なくとも１つの機能によって実現することを特
徴とする発光装置。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の発光装置であって、
　前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布φＳＳＬ（λ）から導出さ
れる波長３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以下の範囲の放射効率Ｋ（ｌｍ／Ｗ）が
　１８０（ｌｍ／Ｗ）　≦　Ｋ（ｌｍ／Ｗ）　≦　３２０（ｌｍ／Ｗ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載の発光装置であって、発光装置としての相関色温
度Ｔ（Ｋ）が
　２５５０（Ｋ）　≦　Ｔ（Ｋ）　≦　５６５０（Ｋ）
を満たすことを特徴とする発光装置。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれか１項に記載の発光装置であって、前記発光装置から当該放射
方向に出射される光が対象物を照明する照度が１５０ｌｘ以上５０００ｌｘ以下であるこ
とを特徴とする発光装置。
【請求項２４】
　請求項１～２３のいずれか１項に記載の発光装置であって、前記発光装置は１種類以上
６種類以下の発光要素から出射される光を当該放射方向に発することを特徴とする発光装
置。
【請求項２５】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光
スペクトルのピーク波長が３８０ｎｍ以上４９５ｎｍ未満であって、かつ、半値全幅が２
ｎｍ以上４５ｎｍ以下であることを特徴とする発光装置。
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【請求項２６】
　請求項２５に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク
波長が３９５ｎｍ以上４２０ｎｍ未満であることを特徴とする発光装置。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク
波長が４２０ｎｍ以上４５５ｎｍ未満であることを特徴とする発光装置。
【請求項２８】
　請求項２５に記載の発光装置であって、当該半導体発光素子の発光スペクトルのピーク
波長が４５５ｎｍ以上４８５ｎｍ未満であることを特徴とする発光装置。
【請求項２９】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光
スペクトルのピーク波長が４９５ｎｍ以上５９０ｎｍ未満であって、かつ、半値全幅が２
ｎｍ以上７５ｎｍ以下であることを特徴とする発光装置。
【請求項３０】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光
スペクトルのピーク波長が５９０ｎｍ以上７８０ｎｍ未満であって、かつ、半値全幅が２
ｎｍ以上３０ｎｍ以下であることを特徴とする発光装置。
【請求項３１】
　請求項１～２８のいずれか１項に記載の発光装置であって、発光要素として蛍光体を備
えることを特徴とする発光装置。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、発光スペクトルの異なる蛍光体
を１種類以上５種類以下含むことを特徴とする発光装置。
【請求項３３】
　請求項３１または３２に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場
合の単体発光スペクトルのピーク波長が３８０ｎｍ以上４９５ｎｍ未満であって、かつ、
半値全幅が２ｎｍ以上９０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。
【請求項３４】
　請求項３３に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式（５）で表される蛍光
体、下記一般式（５）´で表される蛍光体、（Ｓｒ，Ｂａ）3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+、お
よび（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ）Ｓｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕからなる群から選択される１種以上
を含むことを特徴とする発光装置。
　（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｍｎ，Ｅｕ　　　（５）
　ＳｒaＢａbＥｕx（ＰＯ4）cＸd　　　（５）´
（一般式（５）´において、ＸはＣｌである。また、ｃ、ｄ及びｘは、２．７≦ｃ≦３．
３、０．９≦ｄ≦１．１、０．３≦ｘ≦１．２を満足する数である。さらに、ａ及びｂは
、ａ+ｂ＝５－ｘかつ０≦ｂ／（ａ＋ｂ）≦０．６の条件を満足する。）
【請求項３５】
　請求項３１または３２に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場
合の単体発光スペクトルのピーク波長が４９５ｎｍ以上５９０ｎｍ未満であって、かつ、
半値全幅が２ｎｍ以上１３０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の発光装置であって、前記蛍光体がＳｉ6-zＡｌzＯzＮ8-z：Ｅｕ（た
だし０＜ｚ＜４．２）、下記一般式（６）で表される蛍光体、下記一般式（６）´で表さ
れる蛍光体、およびＳｒＧａＳ4：Ｅｕ2+からなる群から選択される１種以上を含むこと
を特徴とする発光装置。
　ＢａaＣａbＳｒcＭｇdＥｕxＳｉＯ4　　（６）
（一般式（６）においてａ、ｂ、ｃ、ｄおよびｘが、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｘ＝２、１．０　
≦ ａ ≦ ２．０、０ ≦ ｂ ＜ ０．２、０．２ ≦ ｃ ≦ １．０、０ ≦ ｄ ＜ ０．２
および０ ＜ ｘ ≦ ０．５を満たす。）
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　Ｂａ1-x-yＳｒxＥｕyＭｇ1-zＭｎzＡｌ10Ｏ17 　　（６）´
（一般式（６）´においてｘ、ｙおよびｚはそれぞれ０．１≦ｘ≦０．４、０．２５≦ｙ
≦０．６及び０．０５≦ｚ≦０．５を満たす。）
【請求項３７】
　請求項３１または３２に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場
合の単体発光スペクトルのピーク波長が５９０ｎｍ以上７８０ｎｍ未満であって、かつ、
半値全幅が２ｎｍ以上１３０ｎｍ以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式（７）で表される蛍光
体、下記一般式（７）´で表される蛍光体、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）2ＡｌxＳｉ5-xＯxＮ8-

x：Ｅｕ（ただし０≦ｘ≦２）、Ｅｕy（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）1-y：Ａｌ1+xＳｉ4-xＯxＮ7-

x（ただし０≦ｘ＜４、０≦ｙ＜０．２）、Ｋ2ＳｉＦ6：Ｍｎ4+、Ａ2+xＭyＭｎzＦn（Ａ
はＮａおよび／またはＫ；ＭはＳｉおよびＡｌ；－１≦ｘ≦１かつ０．９≦ｙ＋ｚ≦１．
１かつ０．００１≦ｚ≦０．４かつ５≦ｎ≦７）、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｍｇ）ＡｌＳｉ
Ｎ3：Ｅｕおよび／または（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ、並びに（ＣａＡｌＳ
ｉＮ3）1-x（Ｓｉ2Ｎ2Ｏ）x：Ｅｕ（ただし、ｘは０＜ｘ＜０．５）からなる群から選択
される１種以上を含むことを特徴とする発光装置。
　（Ｌａ1-x-yＥｕxＬｎy）2Ｏ2Ｓ　　（７）
（一般式（７）において、ｘ及びｙはそれぞれ０．０２≦ｘ≦０．５０及び０≦ｙ≦０．
５０を満たす数を表し、ＬｎはＹ、Ｇｄ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｓｍ及びＥｒの少なくとも１種の
３価希土類元素を表す。）
　（ｋ－ｘ）ＭｇＯ・ｘＡＦ2・ＧｅＯ2：ｙＭｎ4+　　（７）´
（一般式（７）´において、ｋ、ｘ、ｙは、各々、２．８≦ｋ≦５、０．１≦ｘ≦０．７
、０．００５≦ｙ≦０．０１５を満たす数を表し、Ａはカルシウム（Ｃａ）、ストロンチ
ウム（Ｓｒ）、バリウム（Ｂａ）、亜鉛（Ｚｎ）、またはこれらの混合物である。）
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